
16. 非晶質・微結晶 
富士電機(株) 下沢 慎 

 
 「16.1 基礎物性・評価」では、主としてｶﾙｺｹﾞﾅｲﾄﾞ材料及び各種ｶﾞﾗｽ材料に関する報告が

なされた。分科内招待講演として、超格子材料を用いた相変化ﾃﾞﾊﾞｲｽに関する講演(LEAP)
が行われ、GeTe/Sb2Te3 からなる超格子における結晶-結晶相転移を利用することで、従来

ﾃﾞﾊﾞｲｽと比較して抵抗変化素子における動作電力を 1/10 程度まで低減できることが報告さ

れた。また講演奨励賞受賞記念講演として TiO2結晶化ｶﾞﾗｽの光触媒特性評価に関する講演

(東北大、京大)があり、TiO2結晶化ｶﾞﾗｽにおいて、ｴｯﾁﾝｸﾞによる表面積増加に伴う触媒機能

向上に関する講演があった。一般公演では、a-IGZO および a-ITZO を用いた薄膜ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ

における特性不安定性解析(日大)、ｿｰﾀﾞｶﾞﾗｽ中の微量鉄の局所構造評価(Spring-8/JASRI、
日本板硝子(株)、兵庫県大)、太陽光励起ﾌｧｲﾊﾞｰﾚｰｻﾞの実現性に関する数値ｼﾆｭﾚｰｼｮﾝ(豊田工

大)、ﾃﾙﾗｲﾄ系ｶﾞﾗｽを用いた超高速一括波長変換素子実現のための紫外光ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ効果の評価

(東京工科大)、ﾗﾏﾝ分光法による多結晶 Si 薄膜の結晶性分布評価(明大、(株)東芝)等が報告さ

れ、活発な議論がなされた。また、ﾘﾝ酸塩ｶﾞﾗｽにおける Sn2+-Ce3+もしくは Sn2+-Mn2+共添

加による発光特性に関する報告(京大、九工大)がなされ、添加ｲｵﾝ間のｴﾈﾙｷﾞｰ輸送に関する

議論がなされた。 
 「16.2 ﾌﾟﾛｾｽ技術・ﾃﾞﾊﾞｲｽ」では、主に、基礎ﾌﾟﾛｾｽ、ﾃﾞﾊﾞｲｽ応用に関する報告がなされ

た。基礎ﾌﾟﾛｾｽに関しては、触媒反応 CVD におけるﾀﾝｸﾞｽﾃﾝﾜｲﾔ上でのﾎｳ素化合物の分解過

程(静岡大)、Ⅱ型ｸﾗｽﾀﾚｰﾄ化合物の Na の低減ﾌﾟﾛｾｽの検討(岐阜大)、単結晶 Si 基板上に固相

成長により形成する結晶 SiGe のｴﾋﾟﾀｷｼｬﾙ成長に関する検討(東海大)、ﾌﾗｯｼｭﾗﾝﾌﾟｱﾆｰﾙを用

いた透明導電基板上への多結晶 Si 薄膜の作製条件の検討(北陸先端大)等があった。今後の

新たな展開と現象の正確な解析が待たれる。またﾃﾞﾊﾞｲｽ応用としては、ｼﾘｺﾝｲﾝｸを原料とし

た非晶質 Si 薄膜膜質の焼成時間依存性、SiC 薄膜の作製、ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞを用いた非晶質 Si の
ﾃｸｽﾁｬ構造の形成(以上北陸先端大)、赤外線ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ用のｼﾘｺﾝ･ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑを用いたﾃﾞﾊﾞｲｽの開

発、障壁構造の計算(以上東理大)、またﾒﾆｽｶｽ力を利用した大面積転写技術、及び MOSFET
の作製(広大)についての報告があった。いずれもﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽやﾛｰｺｽﾄﾃﾞﾊﾞｲｽへの進展が期

待される。 
 「16.3 ｼﾘｺﾝ系太陽電池」では、結晶 Si 太陽電池の性能向上に関する多岐にわたる報告や、

非晶質 Si の膜特性等に関する報告がなされた。結晶 Si 太陽電池のﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝ技術に関し

ては、Al2O3の他にも、Al2O3/YSZ 積層構造の検討(明治大、物材機構、兵庫県立大)、SrxSiOx+2

の化学組成と膜中固定電荷の相関(兵庫県立大、明治大)等の新材料適用に向けた検討、また

触媒分解を用いた P ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞによるﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝ効果(北陸先端大)、硝酸酸化法によるｼﾘｺﾝ表

面のﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝ効果(阪大)等の報告があった。ﾍﾃﾛ接合太陽電池に関しては、微結晶 3C-
SiC:H エミッタの高品質化(東工大)、a-Si:H/c-Si ﾍﾃﾛ接合型太陽電池の再結合抑制に向けた

界面 SiH2 量の低減(岐阜大)、ｴﾋﾟﾀｷｼｬﾙ成長抑制によるﾗｲﾌﾀｲﾑの向上(北陸先端大)等の報告

があった。今回は大学からの発表が主であったが、活発な議論を通してこれらの技術の速や



かな実用化が望まれる。光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(光閉じ込め)技術に関しては、ﾌｫﾄﾆｯｸ結晶を用いて、光散

乱効果の最適化だけでなく、電磁波の共振効果(ﾌｫﾄﾆｯｸﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ)を利用した光閉じ込め

効果の検討(京大、ｼｬｰﾌﾟ(株)、阪大)、ﾊﾆｶﾑﾃｸｽﾁｬｰ構造を用いた微結晶 Si 太陽電池の長波長

領域外部量子効率の向上(産総研、PVTEC、福島大)等があった。今後薄膜 Si 太陽電池高効

率化のための設計指針となることが期待される。超高効率太陽電池の基盤技術として期待

される量子効果を利用するために、～3nm の微細加工技術、評価技術が要求される。今回

は特にﾀﾝﾃﾞﾑ太陽電池への応用を期待して、ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ制御を目指した結晶・多結晶ﾅﾉｳｫｰ

ﾙ、ﾅﾉﾋﾟﾗｰ形成技術の検討が紹介された(東工大)。現段階では、微細加工および表面ﾊﾟｯｼﾍﾞｰ

ｼｮﾝに関する内容が主体であったが、今後量子効果によるﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ制御の実証、太陽電池

素子性能への効用が期待される。a-Si:H 系太陽電池に関しては、Mg を導入した低 SiH2量

a-Si 系半導体の作製(岐阜大)、量子分子動力学法を用いた a-Si1-xCx:H ﾌﾟﾗｽﾞﾏ CVD 成長機

構(東北大)等、膜質向上や成長機構に関する報告の他、化学的安定性の高いｸﾞﾗﾌｪﾝを透明電

極として a-Si:H 太陽電池に適用し、Vocが 0.941V(単層ｸﾞﾗﾌｪﾝ)、0.945V(3 層ｸﾞﾗﾌｪﾝ)と非常

に高い値が得られたという報告(東工大)があり、注目を集めた。本透明電極は耐熱性や耐食

性にも優れており、今後の展開が期待される。太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙの信頼性に関しては、産総研

を中心とするｺﾝｿｰｼｱﾑの研究成果が多く報告された。封止材の化学状態とﾓｼﾞｭｰﾙ信頼性の関

係(産総研、日清紡ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株))、長期暴露ﾓｼﾞｭｰﾙの劣化状態と高温高湿試験との対応(大
日本印刷(株)、凸版印刷(株)、産総研他)、塩水噴霧ｽﾄﾚｽと PID の関係(ｴｽﾍﾟｯｸ(株)、JFE ﾃｸﾉ

ﾘｻｰﾁ(株)、産総研他)、PID 耐性を有する反射防止膜の検討((株)島津製作所、明治大、産総研

他)等で進展が見られた。ｼﾘｺﾝ結晶基板に関しては、基板結晶の成長と結晶欠陥(粒界、転位、

歪み、不純物等)に関する報告が多く、中でも無転位の CZ ｲﾝｺﾞｯﾄをｷｬｽﾄ炉中で熱処理する

と転位が発生するため、結晶を成長させた後の熱処理過程が重要であることを示した報告

(物材機構、九大)が注目を集めた。計算でも実測された転位分布を再現でき、今後の進展が

期待される。欠陥評価はﾌｫﾄﾙﾐﾈｾﾝｽをﾌﾟﾛｰﾌﾞにした報告が多く、ｼﾘｺﾝ結晶における PL 強度

と転位密度の相関(東北大、名大)が注目を集めた他、太陽電池用多結晶 Si 中における小角

粒界の偏光 PL ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ解析、高濃度・高補償比 Si 結晶で形成される不純物帯の PL 解析

(明大、JAXA)等の報告があった。また顕微ﾒｽﾊﾞｳｱ分光法で、50μm の空間分解能が得られ

た(静岡理工科大、浜松ﾎﾄﾆｸｽ(株))報告は、特筆すべき点であると感じられた。その他、n 型
基板結晶 Si 太陽電池で、表面高濃度ﾎﾞﾛﾝ層の形成が基板表面での少数ｷｬﾘｱ再結合の原因と

なることをｼﾐｭﾚｰｼｮﾝで示した報告(明大、(株)天谷製作所)、ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷を用いたﾊﾟﾀｰﾆﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛｾｽによって作製した裏面電極型太陽電池についての報告(福島大、産総研)、Si 太陽電池

のﾗｲﾌﾀｲﾑをｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ測定から計算できるとした報告(兵県大)等があり、活発な議論が交わ

された。 
 最後に、執筆に際しご協力を賜りました、吉田 憲充(岐阜大)、清水 耕作(日大)、増田 

淳(産総研)、白井 肇(埼玉大)、磯村 雅夫(東海大)、宇佐美 徳隆(名大)、綿打 敏司(山梨

大)、吉田 豊(静岡理工科大)の各氏に感謝いたします。 


